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PodloZka. (1) je tvorena z monokrystalického
kifemiku a jeji povrch je opatfen reliéfni odmeé-
fovaci mriZzkou (2) o metrickém modulu (m} 1 aZ
80 sum. Metricky modul (m) odpovida pfibliZzné
velikosti zkoumaného objektu. Struktura reli-
éfni odmeéfovaci mriZky (2) je vytvorena pomoci
elektronové litografle a -specidlnich technik
leptani. Velikost samotné podloZky (1) reliéfni
odméfovaci mrizky (2) je volitelné. PodloZka (1)
slouZi k uréeni vellkosti pozorovaného objektu
pH elektronové mikroskopii.
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Vynédlez se tykd podlozZky prepardtu pro rastrovaci elektrono-
vé mikroskopy umoZnujici snadné urceni velikosti pozorovaného
objektu.

Pri elektronové mikroskopii je ve vét$iné pripadd pri zkou-
mani daného objektu nezbytné zndt s dostatecnou presnosti zvétde-
ni pristroje, p¥i Kkterém Jje objekt pozorovdn nebo snimkovan.
Komerc¢ni pristroje sice riznymi zpusoby zobrazuji zvétsSeni, pri
kterém je provadéno pozorovdni nebo snimkovdni zkoumaného objek-
tu, ale toto pristrojem -publikované zvétSeni je pouze priblizné,
nebot plati Jjen pro zcela urd¢itou predmétovou vzddlenost. Navic
pfi pozorovani zkoumaného objektu p¥i ndklonech stolku prepardtu
pod obecnymi Ghly Jje i p¥i znalosti 2zvétseni urcovadni rozméru
trojrozmérného objektu pracné. Doposud uzivané podlozZky prepardtu
byvaji zhotoveny z grafitu nebo z hliniku. P¥i stanovovani rozmé-
ri prepardtu - zkoumaného objektu - uloZeného na této podloice je
nutné umistit na tuto podloZku prepardt se srovnavacim méritkem.
V pr¥ipadé, Ze prepardt se srovndvacim méritkem nelze na podloZku
umistit soucasné, musi se provést pozorovdni a fotografickd doku-
mentace tohoto méritka aZ v ndsledujicim cyklu. V tomto pripadé
nelze prakticky zarucéit nastaveni stejnych podminek, pfi kterych
byl pozorovan prvotné zkoumany preparat.

_ Tyto dosavadni nevyhody odstranuje podlozka prepardatu pro
rastrovaci elektronové mikroskopy podle vyndlezu, jehoZ podstatou
je, Ze podloZka je tvorena z monokrystalického k¥emiku, pricemZ
povrch podloZky je opatfen reliéfni odmérovaci m¥iZkou o metric-
kém modulu 1 azZ 50 pm. .

Hlavni vyhodou podlozZky je, 2Ze je vybavena reliéfni odméro-
vaci mfiZkou o potfebném metrickém modulu, ktery odpovidd pr¥ri-
bliZné velikosti zkoumaného objektu. Pozorovany objekt umistény
na podloZce miZe byt pozorovdn a snimkovadn soucasné s odmérovaci
reliéfni m¥izZkou. M¥izka v tomto pripadé tvori jakysi podkladovy
"milimetrovy papir", na kterém je umistén pozorovany objekt a na
zdkladé znalosti metrického modulu odmér¥ovaci reliéfni m#izky je
urceni rozmérh pozorovaného objektu velmi snadné. V jiném p¥ipa-
dé, kdy pozorovany objekt bridni soucasnému pozorovani reliéfni
odméfovaci mrizZky, provede se ndsledné pozorovani nebo snimkovani
volné Casti podloZky, na které Jje taktéZz reliéfni odmérovaci
m¥izZka. Toto pozorovadni a snimkovdni je moZné snadno provést za
stejnych podminek, za kterych byl pozorovdn a snimkovAdn zkoumany
objekt. V obou pripadech slouzi podloZzka a na ni vytvorena
reliéfni odmérovaci mriZka jako relativné velmi presny metricky
normdl. Materidl podloZky kr¥emik m& nizké protonové <cislo
a nezhorsuje kontrast obrazu ani pozorovdni pokovenych i nepoko-
venych prepardti. Navic tento materidl svymi vlastnostmi umozZinuje
ve vétsSiné pripadl regeneraci pouzité podlozZky a tim jeji vicena-
sobné pouziti. Velmi maly koeficient linedrni terlotni roztazZno-

sti kfemiku 2,5 . 107°k™1 zaruéuje stalost metrické presnosti
reliéfnich odmérovacich mriZek béhem jejich pouZivéani.

Vyndlez bliZe objasni pf¥iloZeny vykres, kde je na obr. 1
zndzornéna podlozka s reliéfni odmérovaci mriZkou a na obr. 2
zvétseny detail geometrie reliéfni odmér¥fovaci mriZky vyleptané na
povrchu podloZky.
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PodloZka 1 podle vyndlezu poZadovaného tvaru a rozméru Jje
zhotovena z monokrystalického k¥emikového lesténého platku
s dokonale rovinnym optickym povrchem. Struktura reliéfni odméro-
vaci m¥izky 2, Jjak Jje patrno 2z obr. 1, je na tomto platku
vytvorena pomoci elektronové litografie a specidlnich technik
leptédni. VyuZitim elektronové 1litografie Jje dosaZeno vysoké
metrické presnosti zarucovaného rozméru reliéfni odmérovaci mriz-
ky 2, oznacovaného jako modul m mriZky. Modul m na obr. 2 vyzna-
¢uje vzdalenost odpovidajicich hran sousednich ¢ar reliéfni odmé-
Yovaci mfizky 2 jak ve sméru x, tak ve sméru y. Pfesnost modulu
m mrizky 2 pro hodnoty modulum 1 az 10 pym Jje = 0,1 um, a pro
mfizku 2 s modulem m 30 azZ 50 pum + 0,3 um.

Velikost samotné pocdloZky 1 reliéfni odmérovaci mriZky 2 je
volitelnd. Pri vlastnim pouzZiti se podlozka 1 s reliéfni odméro-—
vaci mrizkou 2 o zvoleném modulu m umisti do specidlniho drzaku
nebo nalepi vodivym tmelem na bézZny drZdk preparati. Na podlozku
1 se umisti nebo nalepi zkoumany objekt. PodloZka 1 se ddle zpra-
covavi béinym zplsobem, t.j. opat¥i se vodivou vrstvou napfiklad
pokovenim apod., tak jak to vyzZaduje zkoumany objekt. Rozdil
kvality povrchu podlozky 1 v misté vyleptaného reliéfu oproti
ostatnimu povrchu a hloubky vyleptaného reliéfu odmérovaci mrizky
2 zabezpecuji viditelnost reliéfni odméfovaci m¥izky 2 jak pfi
detekci zpétné odraZenych elektront, tak i p¥i detenci sekundar-
-nich elektronl pro zobrazovani.

PATENTOVE NAROKY

PodloZka prepardatu pro rastrovaci elektronové mikroskopy
vyznacujici se tim, Ze podloZka (1) je tvorena z monokrystalické-
ho kfemiku, pricemZ povrch podloZky (1) je opatfen reliéfni odmé-

~ A~

rovaci mriZkou (2) o metrickém modulu (m) 1 aZ S0 um.

1 vykres
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obr. 1

obr.?2
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